I
AW UNTER

Uktady UCY 75450N 1 UCA 65450N sq podwéinymi dwuwe j-
Sciowymi ukladami dopasowujgoymi Przeznaczonymi do ;6-
tnorodnych gastosowafi. Uklady skladajq sieg z:

- dwéch bramek NAND ‘

- dwéch niezalesnych tranzystordéw gredniej mocy.
Uklady te mogg byé stosowane jako posredniczgce /in-
terface/ lub wzmacniajgce /driver/.
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UCY 75450N
UCA 65450N

| Dwukrotna’z-vvejici‘om
bramka NAND z dwoma
tranzystorami $redniej mocy

Obudowa CE 70

sus
e}

B
=]
o
<]

GND

Parametry dopuszczalne

Schemat wewngtrzny
i uktad wyprowadzed

Oznaczenie Nazwa Jedn.
: min max
Uoc Napiecie zasilania v 7
UIM Maksymalne napiecie wejsciowe v 545
-II Prad, we jSciowy mA 12
Uoc-suB Naplecle zasilania - podloze v 35
Us_sun Napigcie kolektor - podlosze v 3%
UCB Napiecie kolektor ~ baza v 35
U Napiecie kolektor - emiter
Ok dla Ry, < 5009 V. 30
UEB Napiecie emiter ~ baza v 5
IC Prad kolektora mA 300
Ptot - Catkowita moc tracona W 800
t, iA Temperatura otoczenia w czasie
B pracy
dla UCY 75450N og 0 +70
dla UCA 65450N =40 +895
1:51;8 Temperatura przechowywania - -55 +125
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Parametry charakterystyczne brémki NAND

Ozna- . Wartodé Warunki pomiaru
czenie Nazwa Jedn. in max Uwagi
ch Napigcie zasilanila v 4475 5,25
I Prgd zasilania w stanie U =5,25 Vs U.=5 V
cCL niskim na wyjéciu mA 11, ce I
I : Prgd zasilania w stanie U,=9,25 V; U =0V
CCH wysokim na wyJjsciu mA & ceC I
- U Napiecie we jSciowe
IH w stanie wysokim ; v 2
U Napiecie wejSciowe .
1L w stanie niskim : v 08
U Napiecie wyjéciowe : : - 5 = )
OH w stanie wysokim V| 24 Ugp=8aT2 Vi Up=lyB 3
~Ioy=08 V
U Napiecie wyjsciowe U,n=by75 V; U.=2 V;
0L w stanie niskim ¥ 0,4 ICC_1é A T ’
i o' ™
IIH Prad we jSciowy w sta-
' nle wysokim
na wejsciu A pA 40 g ’
- Uc =5,25 V3 U.=2,4 V
na wejsciu G pA 80 L 1
na we jsciu A mA 1 .
. U.n=5925 Vi U_=5,5V
na wejéciu G mA 2 ce -’ R S
—IIL Prad ,we jéciowy w stanie
niskim
na wejéciu A mA 1,6
Uap=9925 V3 U =0
na wejsoiu G mA 3,2 cem-? i T v
-1 Prgd wyjéciowy w stanie ) Unn=by H
O | wysokim e mA 0,8 Gt V5 Ty=0,8 Y
I Pr wyjéciowy w stani = . =
oL nigﬁmu y w stanie ik 16 Upg=4925 Vi Up=2 V
'IOS Zwarciowy prad wyjsciowy mA 18 55 Upg=5225 Vi Up=0 ¥
tPHL Czas propagacji sygnalu
prﬁ{ zmianieistanu z wy- i 15 o
sokilego na niski na = s H
i 8 na wy}- Upp=5 V3 N=10; tomp=*t25 C
- =400 :
torn Czas propagacji sygnalu . 2 Cy12> TF
przy zmlanie stanu z ni-
skiego na wysoki na wyj- e ,22
dciu :
-0y Ujemne napigcie wejséciowe v 1,5 | Uyo=ts75 V3 ~I =12 mA;
o
tamb=+25 c .
N Obecigsalnoéé wyjsdoiowa . -
H % stanie wysokim - 20 L0y ik
N Obcig2alnobé wyjsciowa - :
o  w stanie niskim : 10 ) Tope mk




Parametry charakterystyczne tranzystora

.

Ozna- 'Wartoéé/4 Warunki pomia
Naszwa Jedn. P a
gzenie . min max Owagi
U i Napiecie przebicia I.=100 3 I.=0 A
/BR/CBO | yolektor-baza " v 35 oY phy Ty
U Napigcie przebicia ' I,=100 pA; R,,=500%
/BR /CEO kolektor-emiter v 30 ¢ PA’. BE
U Napigcie przebicia I.,s100 pA; I.=0 A
/BR/EBO emiter-baza v 5 E - ,c
hy, g Statyczna warto$é 25 UCE=J \& Ic=100 mA ;
,¥sp6lczynnika wzmoc- t +25%
nienia prqdozego w ! ] amb”
ukladzie wspdélnego ) . i .
emitera. 30 Usg=3 vé I,=300 mA;
t»mb=25 C
On .
; tamp=0C
S 25 UCE=3 Vs Ic=300 mAj
0
tamb=o c
U Fapiecie nasycenia 1 1.,=100 mA; I.=10 wA
Bsrsat baza-emiter ' ¢ - IB
: 1,2 Ic=300 mA 3 IB=30 mA
UCE — Napiecie nasycenia 0,4 I.=100 mA; I_=10 mA
kolektor-emiter v 0,7 To= WA To=30 mA
td Czas opéfnienia impulsu | ns 15 IC=200 mA
b * Czas narastania impulsu | ns 20 I5,=20 mA; I,,=25 mA
t " Czas przeciggania -im- ns 15 Upp ope== ¥
5 pulsu
tf , Czas opadania impulsu ns 15 GL=15 PF; RL=5°§2
' | 7 tamb=+25°C\
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